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１．概要（Summary） 

セラミック基板に半導体チップを搭載する方法を検討し

ており、金属パターンを使って半導体チップを接着する

実験から進める。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

両面マスクアライナ、厚膜フォトレジスト用スピンコーテ

ィング装置、レジスト塗布装置、レジスト現像装置、ボン

ドアライメント装置、基板接合装置、ウエハスピン洗浄

装置、EB蒸着装置 

 

【実験方法】 

シリコンウエハを用いてウェットエッチング法やリフトオフ

法を用いたメタライズの条件出しから始めた。最小配線幅

は数十 um、メタルの厚さは数百 nmである。 

エッチング法では、メタルを成膜したシリコンウエハを洗

浄し HMDS 処理により疎水化した後、ポジレジストをスピ

ンコートにより塗布した。両面マスクアライナを用いて波長

365nm の i 線でコンタクト露光し、アルカリ現像を行って

ウエハ上にレジストパターンを形成した。次に、メタルのエ

ッチング液を用いてレジスト開口部のメタルのみを選択的

にウェットエッチングし、最後にレジストを除去して所定の

メタルのパターンを得た。 

リフトオフ法では、シリコンウエハを洗浄し HMDS 処理

により疎水化した後、ネガレジストをスピンコートにより塗

布した。両面マスクアライナを用いて波長 365nm の i 線

でコンタクト露光し、アルカリ現像を行ってウエハ上にレジ

ストパターンを形成した。次に、EB 蒸着装置によりウエハ

全面にメタルを成膜し、最後に有機溶剤でレジストを除去

することでレジスト上のメタルのみを選択的にリフトオフで

除去して所定のメタルのパターンを得た。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 エッチング法では、メタルのパターンは形成できたが、

パターンエッジの形状がいびつであった。また、ウエハに

よってはメタル残りが発生し、エッチング不足となった。 

 リフトオフ法でも、メタルのパターンは形成できたが、パ

ターンエッジに異物が付着していた。 

 これらは、使用材料やプロセス条件がまだ最適でないこ

とや、ハンドリング等の作業方法に問題があったためだと

考えている。 

 今回の開発メンバーは半導体装置の使用経験がなか

ったため、装置の使いこなしに時間を要し、本課題ではウ

ェットエッチングとリフトオフ法による初期段階のメタライズ

試作ができただけだった。今後は条件出しを行ってメタラ

イズの精度を上げ、チップ接着条件の最適化を進めたい。 
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